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１． 概要（Summary） 

半導体ナノデバイス ESD 素子の最適化を図るため、ト

ランジスタ素子の降伏（スナップバック）領域における電

流・電圧の挙動が、トランジスタのゲート電圧、ウエル電圧

によってどのように変化するか、2D－TCAD シミュレータ

ーを用いて解析を行った。 

 

２． 実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

デバイスシミュレータ 

 

【実験方法】 

プロセスシミュレータ・デバイスシミュレータを用

い、デバイス TEG による実測データと比較できるよ

うに実際の ESD 素子に準じたトランジスタ構造及び

トランジスタ特性の合わせこみを行う（Fig.1 参照）。 
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その後、ESD ストレス時におけるトランジスタの

放電特性（スナップバック特性）をシミュレートし、

動作電圧（VT1）や電圧クランプ特性（Vh）が、トラ

ンジスタのゲート電位や Well 電位によってどの様に

変化するか確認する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

例として、Pwell厚 1.5um、ソースと基板給電との

距離が 2um のトランジスタ構造において、スナップ

バック特性がゲート電位と well 電位によってどの様

に変化するかを Fig. 2に示す。 

この結果からトランジスタのスナップバックの挙

動について、1）動作電圧（VT1）はゲート電位で決

まり低電圧で動作（VT1）させるためにはゲート電位

を高くすることが必要である、2）ホールド電圧（Vh）

はゲート電圧に依存し、内部回路にダメージを加えか

ねないホールド電圧を低く保つためには、ゲート電位

を低く抑える必要があることが分かった。 
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Figure 1 Schematic of the device cross section and 

simulated device characteristics.  
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Figure 2 Dependence of device characteristics on 

gate and well voltages. 


